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【はじめに】 有機半導体からの狭線化発光 (SNE) は、レー

ザー発振を得るための不可欠な条件である。これまで我々は

有機結晶に回折格子を組み合わせた有機発光電界効果トラ

ンジスタ (OLEFET) 素子を作製し、電流励起による素子から

の SNEを観測してきた 1-3)。我々は、これらの素子に利用し

た回折格子を、酸化膜付シリコン基板上にスピンコートして

成膜したフォトレジストや熱可塑性樹脂の膜に、干渉露光法

やナノインプリント法で作製してきた 1-3)。今回、パリレンの

蒸着重合膜を利用して、基板上にパリレンの回折格子を作製

した。 

【実 験】 市販の回折格子（溝数 1800、2400本/mm）の表

面に、厚さが~3 mになるようにパリレン膜を蒸着した。こ

れを酸化膜付シリコン基板上に転写し、パリレン膜の表面を

原子間力顕微鏡 (AFM) で観測した。回折格子の付いた基板

上に BP1T (Fig. 1) の薄片結晶を貼り付け、結晶表面の垂直方

向から波長 380−420 nmの光で励起した。回折格子波数ベク

トルと平行方向に放射される結晶からの発光を観測した。 

【結 果】 1800 本/mm の回折格子を利用して作製したパリレン膜による回折格子の AFM 像を

Fig. 2に示す。パリレン膜表面に周期的な構造が転写されている。この回折格子の周期は 550 nm

で、溝の深さは 93−103 nmであった。2400本/mmの回折格子を利用したパリレン膜の回折格子で

は、周期は 410 nmで、溝の深さは 80−120 nmであった。この回折格子上に BP1T結晶を貼り付け、

それを光励起すると、波長 468 nmにおいて、半値全幅 4.7 nmの狭線化した発光スペクトルが観

測された。これらの結果は、本手法で基板上に転写したパリレン膜が、回折格子として良く機能

することを示す。 
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Fig. 1. Structural formula of BP1T.  
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Fig. 2. AFM image of the parylene 

grating. This grating was transferred 

onto an SiO2/Si substrate from a 

grating with 1800 grooves/mm.  
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